
© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 
R01TU0457JJ0100 rev1.0

Apr., 2026

RAファミリ
ハードウェアマニュアルガイド
(電気的特性編)

2026/4
ルネサスエレクトロニクス株式会社
エンベデッドプロセッシングプロダクトグループ
エンベデッドプロセッシング事業部
プロダクトマーケティング第一部



© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 
R01TU0457JJ0100 rev1.0

Apr., 2026 Page 2

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの

使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。

2. 当社製品または本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではな

く、また責任を負うものではありません。

3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。

5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。

6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれ

のある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。 たとえ、当社が想定していない用途に当社

製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100％保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または

当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキン

グ、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限り

において、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。

8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、

実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。

9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義している

ものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。

10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かか

る法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。

11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸

出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。

12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。

13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

（Rev. 5.0-1 2020.10）
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DC特性
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タイミング条件

本マニュアル記載のAC特性は本条件下で
の保証値です。本条件を逸脱した場合、
AC特性は保証できません。
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絶対最大定格は、マイコンが
「永久破壊」とならない範囲を示すもの
であり、安定動作を保証するものではご
ざいません。

注釈は、電気特性項目に対する補足情報
です。
正しくお使いになるためには、こちらの
条件も確認いただく必要があります。

永久破壊を防ぐ電源電圧範囲です。

各端子における、永久破壊とならない入
力電圧範囲です。
(最大)の条件は、VCCまたはAVCCが推
奨動作条件 min以上の場合に有効です。

永久破壊を防ぐ周囲温度範囲です。

チップを動作させていないときの保管可
能な温度範囲です。

絶対最大定格
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推奨動作条件は、マイコンがACスペックを保
証し、安定動作できる条件になります。

推奨動作条件
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DC特性

ΔVtが明記されていない端子は、ヒステリシ
ス幅を持つことを保証しておらず、VIHmin
以上であればHighと認識すること、VILmax
以下であればLowと認識することのみの保証
となります。
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IoL(Lowレベル許容出力電流)は、
外部から電流を引き込んだ時の値
となります。

MCU駆動時間に対する平均電流です。
(例)各々同じ時間軸で1mA、2mA、
3mAを出力する場合、6mA/3=平均
2mAとなります。

DC特性 IoH(Highレベル許容出力電流)は、
MCUから外部に電流を吐き出した
時の値となります。
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1端子に流せる最大電流値です。
これを超えると信頼性確保が出来なく
なります。

MCUの全出力端子の合計電流値です。

DC特性
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記載していない条件下での情報に関して
は、IBISモデルでの確認をお願いいたし
ます。

上記「入力リーク電流」に記載の端子
以外のリーク電流に関してはこちらを
ご確認ください。
なお、オフ状態とはハイインピーダン
ス状態を指します。

内蔵プルアップ抵抗値はここから算出
願います。

プルアップ抵抗 = ご使用の電圧 ÷ Ip

DC特性
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下記スペックを保証するうえで遵守す
べき条件です。必ずご確認ください。

各モードにおける消費電流値になります。
その際の状態は消費電力低減機能をご参照
下さい。以下はRA6M5の例です。

Typ/maxの相違は、
温度と製造バラつきなどにより発生します。
特に温度に依存します。

DC特性

動作電力制御モード時の消費電流です。

RTC動作時の消費電流値です。
各モードにおけるRTC動作時の消費電流は、
この値を加算して求めてください。

ディープソフトウェアスタンバイモードか
ら復帰したときの瞬間的な消費電流です。
一時的に定常電流値を超えた電流(インラッ
シュカレント)が流れます。

BGOを除く全機能動作時の消費電流です。

BGOを除き、かつモジュールストップコン
トロールレジスタに示すモジュールにク
ロック供給/停止した際の消費電流です。
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DC特性

ADC12、DAC12、および温度センサ
を動作させるときのアナログ電源消費
電流です。

ADC12による変換中の消費電流です。
下記の図に示すタイミングで適用され
ます。

DAC12による変換中の消費電流です。
下記の図に示すタイミングで適用され
ます。

ADC12、DAC12による変換待機中の消費電
流です。
下記の図に示すタイミングで適用されます。
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EEMBC規定のCoremarkプログラムを実行したときの
消費電流です。
消費電流の大部分はCPUの動作によるものです。

DC特性
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これよりも急激に電源電圧を上昇させた場
合は保証範囲外となります。(0.0084ms/V)

DC特性

電源変動（±10％を超える変動）に対す
る許容可能立ち上がり/立下り勾配です。
これよりも急激に
電源変動が発生した場合は
保証範囲外となります。(1ms/V)

これよりも急激に電源電圧を低下させた
場合は保証範囲外となります。

(0.0084ms/V)
VBATT使用時の急激な電圧低下は、復
帰時の不定動作の原因になります。

VCC=5Vの例

起動電圧監視0リセット無効、
SCI/USBブートモード時の立ち上げ電圧範囲

これよりも緩慢に電源電圧を上昇させた場
合は保証範囲外となります。(20ms/V)

VCC下限
(製品により異なります)
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JEDEC規格に則った熱抵抗を記載して
おります。
詳細は以下をご参照下さい。
<放熱のメカニズム | Renesas>

Θja=(Tj-Ta)/P

Ψjt=(Tj-Tt)/P

Ta:発熱源の影響を受けない場所の温度

DC特性

Tjの算出方法については、
次頁をご参照下さい。

https://www.renesas.com/jp/ja/support/technical-resources/packaging/characteristic/heat-dissipation
https://www.renesas.com/jp/ja/support/technical-resources/packaging/characteristic/heat-dissipation
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DC特性
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AC特性およびその他特性
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前提条件：

Time

Voltage

オーバーシュート及び
アンダーシュートは絶対最大定格
以内に抑えてください。

表記中の横線の基点は、基本的に
以下となります。
＊表現の異なる場合、個別に記載いたします。

出力表記の場合：VOHまたはVOL

入力表記の場合：VIHまたはVIL

ACスペック図中の表記例

1．ACスペック章図中の表記について

2．ACスペック章におけるクロック表記について
製品によっては、クロックの表記を省略して記載している箇所があります。正確なクロック名称に関しては、
ハードウェアマニュアルのクロック章をご参照願います。

例：ACスペック章表記：PCLK クロック章表記：PCLKB

ACスペック章表記：ADCLK クロック章表記：PCLKD
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AC特性 (クロックタイミング)
発振子の発振が安定するまでの時間です。
本値は発振子メーカによるマッチング評価
に沿った値になります。

LOCOを発振動作(LOCOCR.LCSTP=0に)

してから発振が安定するまでの時間です。
本表での条件下では最大60.4usかかります。

HOCOの発振周波数は、複数の中から選択で
きる製品があります。本電特の場合、
16/18/20MHzの発振周波数から選択できま
す。また、本表では各々の発振周波数での誤
差を現しています。
また、測定条件に温度特性がありますので、
ご注意下さい。
本値による精度は以下になります。

発振周波数
(MHz)

誤差
(Ta=-20～105℃)

誤差
(Ta=-40～-20℃)

16 ±2.4375% ±3%

18 ±2.44% ±3%

20 ±2.4 % ±3%

ピリオドジッタは、クロック周期の時間的
なばらつきの指標を示します。
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AC特性 (クロックタイミング)

クロック周期の時間的なばらつきの指標です。
ピリオドジッタは、各周期ごとに前周期の差
分を取り、統計的にばらつきを表現します。
ロングタームジッタは、理想的なクロック周
期と実際のクロック周期の差分からばらつき
を表現します。

PLL周波数シンセサイザの出力
クロック周波数範囲です。
動作クロックではないのでご注意下
さい。また、PLL周波数シンセサイ
ザの入力周波数範囲は、製品により
決まっております注ので、併せてご
注意お願いします。

注： ユーザーズマニュアルハード
ウェア編のクロック発生回路章を参
照下さい。

PLLを発振動作(PLLCR. PLLSTP=0)

してから発振が安定する(OSCSF. 

PLLSF=1)までの時間です。
本表での条件下では最大174.9usか
かります。

FLL(周波数補正機能)を有効化して
から、安定するまでの時間です。
FLLの周波数精度が保証されるのは、
FLLが安定した後です。

HOCO

tFLLWT
FLL有効化からHOCOクロック安定
までの時間
FLL有効化からHOCOクロック安定
までの時間
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パワーオンリセット回路、電圧検出回路特性

PORの内部リセット保持時間です。
VCCがVPORを超えると、tPOR + tdet経過後内部
リセット解除信号が発行されます。

LVDn(n=0~2)の内部リセット保持時間です。
VCCがVdetnを超えると、tLVDn + tdet経過後内部
リセット解除信号が発行されます。

電圧検出応答遅延時間(電圧検出後に反応する
までの遅延時間)です。
電圧が閾値をまたいでから内部リセット信号切

り替えが起こるまでに、tdetの遅延が生じます。

VCCが検出電圧を下回った際、最低限確保す
る必要がある時間です。
VCC下降後、tVOFF未満の時間経過でVCCが検
出電圧を超えた場合、VCC上昇時に正しく電
圧を検出できず、パワーオンリセットが発生し
なくなります。

VCC下降時に、内部リセットを発生させる電圧で
す。(有効/無効を選択できます)

有効時は電圧をnレベル(本例では2レベル)から選
択出来ます。

VCCがVdet0を下回ると、 tLVD0 + tdet経過後に内
部リセットを解除します。*1

解除までにVCCを使用電圧まで立ち上げて下さい。

電源立ち上げ時(VCC上昇時)に、内部リセットを
解除する電圧です。
VCCがVPORを上回ると、tPOR + tdet経過後に内部
リセットを解除します。*1

解除までにVCCを使用電圧まで立ち上げて下さい。

VCC上昇時・下降時に、割り込みまたは内部リ
セットを発生させる電圧です。(有効/無効を選択
できます)

VCCがVdetnを下回るか上回ると、 tLVDn + tdet経過
後に内部リセットを解除します。(LVDnCR0.RNの
値によってタイミングが変化します)*1

解除までにVCCを使用電圧まで立ち上げて下さい。

*1 リセットの発生/解除タイミングについてはこちらを参照してください。
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パワーオンリセット回路、電圧検出回路特性 補足
◼ PORを有効にするにはRESET端子にVCC*1以上の電圧を印加して下さい。

なお、RESET端子にノイズ保護目的でコンデンサを入れた場合、RESET端子立ち
上がり電位がVCC立ち上がり電位より遅くなるため、パワーオンリセットではなく
RESET端子リセットであると判断してしまうので注意願います。
*1 : VCCは以下の立ち上がり勾配(SrVCC)をお守りください。

RA6M5の例)
電源立ち上げ範囲:(0.0084ms/V) ≦ SrVCC ≦ (20ms/V)

*起動電圧監視0リセット無効、SCI/USBブートモード時

VCC
RESET端子印加電圧

tVOFF

VPOR

Vdet0

(LVD0)

Vdet1,2

(LVD1,2)

Time

VCC

◼ dt/dVCC
電源変動(±10%を超える変動)に対
する可能立ち上がり/下がり勾配で
す。1ms/V よりも急激に電源変動
が発生した場合は保証範囲外となり
ます。
*以上はRA6M5の例です。既定の
ない製品もございます

2) LVDnCR0.RN = “1”の場合

min:tVOFF

tdet tdet tLVD(0,1,2)

◼ LVD0, 1, 2による内部リセット信号動作
(LVD1,2はLVDnCR0.RN = “0”の場合)

min:tVOFF

tdet tLVD(1, 2)

*LVD1, 2はLVDnCR0.RN = “1”にすること
で、リセット解除タイミングを変更できます

* 文、図中の各種値は製品により異なりますので、各製品のハードウェアマニュアルの電気的特性をご参照ください。
* 図中の記号シンボルの詳細についてはこちらを参照してください。

min:tVOFF

tdet tdet tPOR

◼ POR適用時の内部リセット信号動作

tdet tPOR

VPOR

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①
② ③

④
⑥

⑤
⑦

⑥ ⑦

保証電圧領域

◼ LVD1, 2による内部リセット信号動作
(LVDnCR0.RN = “1”の場合 )

1) LVDnCR0.RN = “0”の場合

内部リセット信号(アクティブ時Low)

◼ tVOFF(VCC 低下時間)

確実にリセットを発
生させるためには、
tVOFF≧200μsを満
たす必要があります。
規定時間前に電位が
戻った場合、正しく
リセットを発行でき
ません。
*以上はRA6M5の例
です。

n : 1,2
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AC特性 (リセットタイミング)

上記の要因による内部リセット後に
発生する待機時間です。
本時間経過後、内部リセットは解除
され、CPU がリセット例外処理を
開始します。

内部初期化に必要なリセット時間です。
必ず本記載の値以上のリセットを入力
してください。リセット時間が短い場
合、マイコンが正しく初期化されず、
正常動作できない可能性があります。

リセット端子がHighになった後、内部
でさらにリセット処理を必要とする時
間です。本時間経過後、リセットが解
除されユーザプログラムを実行します。
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AC特性 (低消費電力)

例）
システムクロックソースがメインクロッ
ク発振器であり、LOCO動作時の場合

総復帰時間 =

tSBYMC + tSBYOSCWT - tSBYOSCWT + 2n / fLOCO

最長クロック メインクロック

※注13を参照して算出する旨を記載※注13を参照して算出する旨を記載
復帰時間は、注13の内容と下記の表を
参照して求めてください。
下記はRA6M5の例です。

n：分周数

fLOCO：LOCO周波数
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AC特性 (ノイズフィルタ)

本表に示すパルス幅は、通常モード
動作時のものです。
ソフトウェアスタンバイモード時は、
一律Min＝200usのパルス幅が必要
となります。

クロックソースをPCLKB以外のものに切
り替えてフィルタを使用する場合、切り
替え先クロックソースの4クロック分の時
間が表の示すパルス幅に加算されます。
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AC特性 (バスタイミング)
外部バスの下記スペックを保証するうえで遵守
すべき条件です。必ずご確認ください。
特に出力負荷条件、並びに駆動能力の選択は注
意してください。バス駆動において通常駆動出
力を選択した場合、タイミングが間に合わず正
しくアクセスできない可能性があります。

本値に関しては、0以下
になることはありません。
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AC特性 (バスタイミング)

A0~A15は、アドレスバス/データ
バス(A0/D0~A15/D15)から出力さ
れます。A16以降はAxxのアドレ
スバスから出力されます。

リードタイミングはEBCLK

のTendの立ち上がりです。
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AC特性 (バスタイミング)

WAITサイクルはBCLKに同期して挿入さ
れます。EBCLK端子出力をBCLKクロック
の2分周に設定した場合、各制御信号のア
サート／ネゲートタイミングは設定した
WAIT数によりEBCLK端子の立ち上がりタ
イミングだけでなく立ち下がりタイミング
で変化する場合があることに注意してくだ
さい。
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AC特性 (I/Oポートタイミング)

周辺モジュールクロック（PCLK）の周
波数によって、時間が異なりますので、
設定いただいたPCLKの周期と合わせて
ご確認ください。

記載例では、tPBcyc × 1.5が入力データ
パルス幅になります。

スキューは、複数の信号を同時に
送信する際、信号間の時間差を表
します。
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AC特性 (I/Oポートタイミング)

基準となるクロックは、I/Oポート
に供給される周辺モジュールク
ロックです。
クロック発生回路章でご確認くだ
さい。
RA6M5の例では、以下のクロック
を基準とします。
ADC12：PCLKA

AGT：PCLKB
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AC特性 (SPIタイミング)

最大ビットレートは通信対向側IC
のセットアップ、ホールドなどの
スペックやバス構成（バス負荷）
などを考慮して、ご検討ください。
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AC特性 (QSPIタイミング)

連続転送時、転送終了後から次の
転送開始までの空き時間です。
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AC特性 (IICタイミング)

立ち上がり時間は負荷条
件で変わるため、ボード
実装後実際の出力波形を
観測してご確認ください。

tSCLH,tSCLLはIICの通信
スピードにより、上限／
下限が異なります。詳細
はNXP社が提唱する「IIC
バス仕様書」を参照して
ください。
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A/D変換特性

A/D変換特性用語は、次頁をご参照くださ
い。

ハードウェアマニュアル「アナログ入力の
サンプリング時間とスキャン変換時間(比
較時間)」の項目も合わせてご参照くださ
い。
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A/Dコンバータ特性用語説明

▪ 絶対精度
絶対精度とは、理論的な A/D 変換特性における出力コードと、実際の A/D 変換結
果の差です。絶対精度 の測定時は、理論的な A/D 変換特性において同じ出力
コードを期待できるアナログ入力電圧の幅（1LSB 幅）の中点の電圧を、アナロ
グ入力電圧として使用します。例えば分解能 12 ビット、基準電圧（VREFH0 = 

3.072V）の場合、1LSB 幅は 0.75mV で、アナログ入力電圧には 0mV、0.75mV、
1.5mV… を使用します。 絶対精度 = ±5LSB とは、アナログ入力電圧が 6mV の
場合、理論的な A/D 変換特性では出力コード “008h” を期待できますが、実際の
A/D 変換結果は “003h” ～ “00Dh” になることを意味します。

▪ 積分非直線性誤差（INL）
積分非直線性誤差とは、測定されたオフセット誤差とフルスケール誤差をゼロに
した場合の理想的な直線 と実際の出力コードとの最大偏差です。

▪ 微分非直線性誤差（DNL）
微分非直線性誤差とは、理想的な A/D 変換特性における 1LSB 幅と実際に出力さ
れた出力コード幅の差です。

▪ オフセット誤差
オフセット誤差とは、理想的な最初の出力コードの変化点と実際の最初の出力
コードとの差です。

▪ フルスケール誤差
フルスケール誤差とは、理想的な最後の出力コードの変化点と実際の最後の出力
コードとの差です。
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D/A変換特性

バッファ出力の場合、絶対精度ではなく
DNL,INL特性で保証しています。

D/Aコンバータ内部に持つ出力抵抗(RO)です。
外部にバッファを接続する場合、D/Aコンバータ内部の出力
抵抗により電圧降下が発生し、実際のVrは下記になります。
Vr = 出力電圧*R／(R＋RO)

よって、Vrを出力電圧に近づけるため、
外部抵抗(R)をROより大きな値(例えば100倍以上)にする
必要があります。

0V~0.2V、およびAVCC1-

0.2~AVCCの範囲は電圧が
出力されますが、その値は
保証できません。

低容量インピータンスバッファを有効
にした場合のバッファ特性です。

バッファのない製品もございます。
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温度センサ特性

本温度センサにより、チップ内部の温度を測定できます。
本温度センサには個体間ばらつきがあるため、
本温度センサ特性の温度傾斜と出力電位は平均値（typ値）を掲載しています。
より精度の高い温度を測定する場合は、個体ごとに温度1点及び2点の試行測
定を行い、温度傾斜と出力電位を計算してご使用ください。
計算方法は、温度センサ章にあります温度センサの使用方法をご確認ください。

本値を用いて温度算出ができます。た
だし、本値はあくまで平均値であり、
個体差があります。

より正確な温度測定を行いたい場合、
チップごとに二点測定を行い、個別に
傾きを算出する方法を推奨します。

周囲温度が25℃の時の温度センサ出力
電位の平均値です。本値を用いて温度
算出ができます。ただし、本値はあく
まで平均値であり、個体差があります。

より正確な温度測定を行いたい場合、
チップごとに実測を行い、その値を利
用する方法を推奨します。

温度センサの出力（基準電圧）安定待
ち時間になります。
温度センサ起動後、本温度センサ起動
時間を待ってからA/D変換を開始して
ください。
温度センサ起動信号は、マイコンごと
に異なりますので、温度センサ章をご
確認ください。
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バッテリバックアップ機能特性
電源をVCCからVbattに切り替える際に、VBATT

端子に印加されている電圧です。
VCC下降時にVbatt <2.7Vの場合、バッテリバッ
クアップに遷移しません。
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フラッシュメモリ特性
下記スペックを保証するうえで遵守すべき

条件です。必ずご確認ください。

Typ,max値の範囲は、製品の個体差、温度、
書き込み回数などに依存します。

プログラム／イレーズ回数の対象領域は、
プログラム単位の領域ごとです。
例えば32KBの領域に対してプログラム単
位が4Bとした場合、同じ領域に連続して
書き込まず、領域をずらして書き込むよう
にすれば、全体として記載以上の書き込み
回数を実現可能です。
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データフラッシュ特性
下記スペックを保証するうえで遵守すべき
条件です。必ずご確認ください。

Typ,max値の範囲は、製品の個体差、温度、
書き込み回数などに依存します。

プログラム／イレーズ回数の対象領域は、
プログラム単位の領域ごとです。
例えば32KBの領域に対してプログラム単
位が4Bとした場合、同じ領域に連続して
書き込まず、領域をずらして書き込むよう
にすれば、全体として記載以上の書き込み
回数を実現可能です。
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データフラッシュ特性

プログラム／イレーズ回数を超えると、書
き込み／消去時間が長くなったり、読み込
みミスを起こしやすくなります。

プログラム／イレーズ回数の対象領域は、
プログラム単位の領域ごとです。
例えば32KBの領域に対してプログラム単
位が4Bとした場合、同じ領域に連続して
書き込まず、領域をずらして書き込むよう
にすれば、全体として記載以上の書き込み
回数を実現可能です。
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改訂履歴
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